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【はじめに】 
これまでに石英光導波路を用いた実現して

いる光集積回路の高密度・大集積化を目指して、
高屈折率差材料を用いた光集積回路が提案・作
製されている。  

上記を実現する材料としてSiやSiNなどが挙
げられるが、我々は五酸化タンタル（Ta2O5）を
導波路材料の候補とした。この理由は、比屈折
率が比較的高く(n ~ 2) [1]、可視光から通信波長
帯の広い波長帯(0.6 m - 1.7 m)で透明であり
[2]、また希土類イオンとの融合も容易であるた
めである[3]。 

そこで今回、Ta2O5光導波路の基礎実験として、
直線光導波路を作製し導波路特性を評価した
ので報告する。 

 

【作製と評価】 

作製する光導波路構造は、コアをTa2O5、下部
クラッド(基板)をSiO2、上部クラッドを空気と
した。まずTa2O5膜はTa2O5溶液(Ta-10-P、濃度
10%)をSiO2基板上にスピンコートし、その後
500℃で赤外線アニーリングすることで400 nm

厚成膜した。さらに光露光およびCF4ドライエ
ッチングにより導波路幅10 mのマルチモード
光導波路を形成した。端面形成はダイシングソ
ーを用いた。Fig. 1に波長660 nmのレーザ光を伝
搬させたときの光導波路の様子を示す。 

成膜したTa2O5薄膜を分光エリプソメータで
測定したところ、約2の屈折率を得られた。 

光導波路の伝搬損失をカットバック法によ
り評価した。波長660nm、830nmの挿入損失の
導波路長依存性をFig. 2に示す。赤色および近赤
外で1dB/cm以下の伝搬損失を得た。さらに、通
信波長帯での伝搬損失もまとめた値をTable 1

に示す。 

  

【まとめ】 

スピンコート、光露光およびCF4ドライエッ
チングにより、コア厚400nm、導波路幅10mの
Ta2O5マルチモード光導波路を作製した。伝搬損
失の評価を行い、可視光および近赤外領域で
1dB/cm以下の伝搬損失を得た。以上より、Ta2O5

光導波路は小型光集積回路の導波路として利
用可能である。 
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Fig.2 Loss measurements of Ta2O5 optical waveguide 

Table 1 Propagation loss of Ta2O5 waveguide 

Wavelength [nm] Propagation Loss [dB/cm] 

660 0.78 

830 0.97 

1310 1.77 

1550 1.81 

 

 

Fig.1 Ta2O5 thin film waveguide at 660nm 

Waveguide Width : 10m 
Thickness : 400nm 
Wavelength : 660nm 
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